第12回ZnO研究会開催要領

１．趣　旨

　産業技術総合研究所及び岩手大学等から、最新のZnO関連研究のシーズ報告と共に、委託・共同研究の進捗状況について報告をいただきます。さらに、ZnO関連研究開発及び事業化に当たっての課題と対応、及び今後の展望について関係者間で意見交換を行います。

２．主　催　地方独立行政法人　岩手県工業技術センター

３．共　催　JSTイノベーションサテライト岩手

４．対　象　一般企業、大学等及び自治体　（参加費：無料）

５．日時・場所

　(1)　日時　平成21年３月16日（月）　13:00～17:00

　(2)　場所　盛岡市駅前西通　アイーナ８階812研修室（定員150名）

６．日　程　　　（司会進行　岩手県工業技術センター　藤澤電子情報技術部長　）

(1)　開　会　工業技術センター　理事長　酒井　俊巳　13:00～13:05

(2)　講　演　13:05～16:45

　　①　基調講演　産業技術総合研究所　柴田主任研究員　50分（質疑　5分）

　　　　　題目：酸化亜鉛エピタキシャル薄膜の高品質化とデバイス応用

  　②　岩手大学　道上教授　　　　　　　        25分（質疑　5分）

　　　    題目：ZnO系透明導電膜

　　③　岩手医科大学　佐藤教授　　　　　　　        25分（　　〃　　）

　　　　　題目：高速酸化亜鉛フォトンカウンターを使ったX線CTの開発

(休憩　10分間　)

  　④　岩手大学　柏葉名誉教授　                25分（　　〃　　）

      　　題目：ZnO単結晶基板を用いたZnO-LEDの開発

  　⑤　岩手大学　吉澤教授　　　　　　　        25分（　　〃　　）

　　　　　題目：MgB2超伝導デバイス開発の過程で明らかになったZnOの特異な性質

　　⑥　東京電波㈱新素材事業部　岡戸事業部長代行        25分（　　〃　　）

　　　　　題目：ZnO単結晶基板開発の現況

　　⑦　岩手県工業技術センター　遠藤主専研　        20分（　　〃　　）

　　　    題目：ZnO-UVセンサの開発

　(3)　情報提供・意見交換　　                        10分

　　  ・連携及び競争的研究資金について

        JSTイノベーションサテライト岩手　藤澤技術参事

　(4)　閉　会　工業技術センター　副理事長　齊藤　博之

７．交流会　カフェテラス　スカイメトロ（会費3,500円）

          　マリオス20F　17：30～19：30
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※恐れ入りますが、3月10日（水）までにお願いいたします。


★お問い合せ先


電子情報技術部　高橋強、　遠藤治之


電話:019-635-1115、Fax:019-635-0311


Email：takahashi-kyou@pref.iwate.jp








